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はじめに 近年、バイオイメージングやレーザー加工の応用には、フェムト秒やピコ秒の時間領域だけで

はなく、サブナノ秒以上の時間領域での柔軟な光パルス制御が求められている。このような光パルスは増

幅され、高ピークパワー化したのちに利用されることが想定される。従って、増幅過程で光パルスがノイズ

に埋もれないためには、できるだけ大きなパルスエネルギーの光パルスを最初に発振させることが必要で

ある。我々はこれまでに、半導体レーザー（LD）の利得スイッチング（GS）動作による光パルスの発生に関

する研究を行ってきたが[1､2]、ＧＳ-ＬＤでは上記の要求を満たすサブナノ秒以上の時間幅の光パルスを

得るのは原理的には容易でない。今回、連続光（ＣＷ光）を入射した状態で半導体レーザー光増幅器（Ｓ

ＯＡ）パルス電流励起を行うという新たな手法により、数ｐＪ以上のパルスエネルギーを有するサブナノ秒光

パルスを得たので報告する。 

実験および結果 Fig.1 に実験構成を示す。1.06μm 帯発振の単一モードＬＤからのＣＷ光をＳＯＡに入

力した状態で、ＳＯＡにサブナノ秒幅の電気パルスを適正な電圧値で印加する。これにより光パルスが発

生するが、このときＳＯＡ内のキャリア励起の時間変化と内部のレーザー光による誘導放出作用とのバラ

ンスにより、出力光パルスのピーク値、パルス幅やパルスエネルギーが決まると考えられる。 Fig.2 に６００

ｐｓ幅の電気パルスを印加した時に得られた光パルスの時間波形の一例を示す。この場合、約２mW のレ

ーザー光がＳＯＡに入射されており、電気パルスの入力がない状態では透過光平均パワーは 0.1μW 以

下であった。これに対して、１MHz の繰返し周期で電気パルスを入力した時の光出力平均パワーは約６

μW であり、これより、得られたパルスエネルギーは約６pJ と見積られる。従って、光パルスのピークパワ

ーはおよそ 12mＷであり、入力光パワーに対して８ｄＢの増幅を確認した。今後はこのサブナノ秒光パルス

を光増幅器でさらに増幅して、その応用の可能性を評価する予定である。 

 

 

Fig. 1  Experimental Configuration 
 

Fig. 2  An oscilloscope waveform for the 
optical pulses from the SOA 
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